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Fontaines Chemin des Franques, 38190 BERNIN (FR). (81) Etats désignés (saufindication contraire, pour tout titre de
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(54) Title: PROCESS FOR FABRICATING A PIEZOELECTRIC OR SEMICONDUCTOR STRUCTURE
(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION D'UNE STRUCTURE SEMI-CONDUCTRICE OU PIEZOELECTRIQUE

(57) Abstract: The invention relates to a process for fabricating a piezoelec-

tric or semiconductor structure, comprising the following successive steps: (a)

providing a donor substrate (11) comprising a piezoelectric or semiconductor
5 layer (5), (b) providing a receiver substrate (12), (c) treating a free surface (7)
of the donor substrate (11) and/or a free surface (9) of the receiver substrate
(12), (d) bonding the donor substrate (11) to the receiver substrate (12), said at
least one treated surface (7, 9) being at the interface between the donor sub-
strate (11) and the receiver substrate (12), and (e) transferring a segment (3)
of the piezoelectric or semiconductor layer (5) from the donor substrate (11)
to the receiver substrate (12), the treatment of the free surface (7) of the donor
substrate (11) and/or of the free surface (9) of the receiver substrate (12) com-
prising the following successive steps: (c1) chemical-mechanical polishing,
(c2) removing material from a peripheral region of the polished surface (7, 9).

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'une struc-
ture semiconductrice ou piézoélectrique, comprenant les étapes successives
suivantes : (a) fourniture d'un substrat donneur (11) comprenant une couche
semiconductrice ou piézoélectrique (5), (b) fourniture d'un substrat receveur
(12), (c) traitement d'une surface libre (7) du substrat donneur (11) et/ou d'une
surface libre (9) du substrat receveur (12), (d) collage du substrat donneur
(11) sur le substrat receveur (12), ladite au moins une surface traitée (7, 9)
étant a l'interface entre le substrat donneur (11) et le substrat receveur (12),
et (¢) transfert d'une portion (3) de la couche semiconductrice ou piézoélec-
trique (5) du substrat donneur (11) sur le substrat receveur (12), le traitement
de la surface libre (7) du substrat donneur (11) et/ou de la surface libre (9) du
substrat receveur (12) comprenant les étapes successives suivantes : (c1) un
polissage mécano-chimique, (c2) un retrait de matiére dans une région péri-
phérique de la surface polie (7,9).
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